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Uklad polaczen tranzystorowego przerzutnika niesymetrycznego
do odbioru sygnaléw cyfrowych zero-jedynkowych,
zwlaszcza w obecnoSci zaklocen

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad polgczen
tranzystorowego przerzutnika niesymetrycznego ze
sprzezeniem emiterowym przeznaczony do odbioru
transmitowanych linig diugg sygnatéw cyfrowych
zero-jedynkowych przy obecnosci zaklocen.

W praktyce stosowane sg do odbioru i formo-
wania zboczy sygnaléw cyfrowych zero-jedynko-
wych tranzystorowe przerzutniki niesymetryczne ze
sprzezeniem emiterowym. Wystepowanie w ich
pracy strefy histerezy w korzystny sposéb po-
wigksza dopuszczalny stosunek sygnalu zakldcajg-
cego do wejsSciowego sygnalu uzZytecznego, jednak
rozpieto$é strefy histerezy wyznaczona stosunkiem
oporé6w w kolektorach do oporu w sprzezeniu emi-
terowym jest ograniczona z powodu skoriczonego
wzmocnienia pradowego tranzysboréw, szczegblnie
malego przy pracy w nasyceniu, ¢co narzuca mieko-
rzystne relacje miedzy wartoSciami oporéw.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu po-
1aczenn tranzystorowego przerzutnika niesymetrycz-
nego ze sprzezeniem emiterowym przeznaczonego
do odbioru sygnaléw cyfrowych zero-jedynkowych
pozbawionego wymienionych niedogodnos$ci.

Zadanie to zostalo rozwigzane wedlug wynalazku
w tfen sposdb, ze obwdéd sprzezenia emiterowego
w cabosci lub czeéci zbocznikowany jest tranzysto-
rem sterowanym w bazie poprzez opér pradem
kolektora tnanzystora komplementarnego, ktérego
emiter poljczony jest bezposrednio z kolekborem,

78 543

10

15

20

2 .
a baza poprzez opér z emiterem wyjéeioweéo tran-
zysbora przerzutnika.

" Uklad polaczenn zapewnia wlasciwe formowanie
sygnalu wyjSciowego przy powiekszeniu strefy his-
terezy, co bezpo$rednio podnosi odporno$é ma za-
kil6cenia. Powiekszenie strefy histerezy, uzyskiwane
jest przez obnizenie progu przerzutu przy nasyce-
niu wejSciowego tranzystora i podwyzszenie tego
progu przy zatkaniu tranzystora wej$ciowego. Obni-
Zenie progu jest spowodowane zZwarciem przez
tranzystor bocznikujgcy cato$ci lub czeéci obwodu
sprzezenia emiterowego, ma ktérym odklada sie
napiecie progowe.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym przed-
stawiony jest ideowy schemat ukladu polgczen-
tranzystorowego przerzutnika niesymetrycznego ze
sSprzezeniem emiterowym uzupelniony ukladem
filtra wejSciowego i wzmacniaczem wyj$ciowym
dopasowujgcym  poziom sygnalu wyj$ciowego
zgodnie z wymaganiami mnarzuconymi przez ob-
cigzajagce go obwody cyfrowe. Wejsciowy tran-
zystor 1 przerzutnika obcigzony jest w kolek-
torze oporem 2 i polgczony bezposrednio z bazg
wyjsciowego tranzystora '3 przerzutnika ktéry w
kolektorze obcigzony jest oporem 4. Obwéd sprze-
Zenia emiterowego tranzystoréw 1 i 2 zawiera sze-
regowo polgczome opér 5 1 opér 6 zbocznikowany
tranzystorem %, ktérego baza poprzez opér 8 po-
1aczona jest z kolektorem komplementarnego tran-
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zystora 9. Kolektor tranzystora 9 obciaZzony jest
ré6wniez oporem 10 i poprzez opér 11, bazg tran-
zystora 12, ktérego kolektor poprzez opér 13 za-
silany jest napieciem ustalajgcym poziom wyjscio-
wego sygnalu cyfrowego. Emiter tranzystora 9
polgczony jest bezposrednio z kolektorem, a ba-
za poprzez opoér 14 z emiterem tranzystora 3. Ba-
2za tranzystora 1 polgczona jest z emiterem uply-
wowym oporem 15 a poprzez diode 16 z pun-
ktem wspélnym oporu 17 i kondensatora 18 two-
rzacych szeregowy wuktad, Zbocznikowany diodg 19
i wlgczony réwnolegle do wej$cia, do ktérego jest
réwniez przylaczony. od Zrédia zasilania przerzut-
nika op6r 20.

Wejéciowy sygnal cyfrowy zero-jedynkowy od-
filtrowany z zaklécen o polaryzacji ujemnej dio-
dg 19 i z zaklécenn o wysokiej czestotliwoSci w
filtrze dolnopnzecpu;,wwym oporowo 17 i 20 — po-
jemnoéciowym 18 steruje baze wejSciowego ‘tran-
zystora 1 przerzutnika. Jezeli poziom sygnalu wej-
Sciowego jest wyzszy od poziomu progu przerzu-
tu to tranzystor 1 zostaje masycony, a napiecie
emiter-kolektor wyjéciowego tranzystora 3 prze-
rzutnika odtyka komplementarny tranzystor 9,
ktory wysterowuje az do nasycenia tranzystor 7
zawierajagcy opoér 6, co obmniza prég przerzutu o
spadek mapiecia na tym oporze. R6wnoczesnie jest
odetkany tranzystor 12 kluczujgcy wyjscie ukla-
du. Zmniejszenie poziomu sygnalu wejsciowego po-
nizej progu powoduje zatkanie tranzystora 1, przy
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czym W wyniku odetkania tranzystora 3 =zatyka
sie komplementarny tranzystor 9 i sterowane pra-
dem jego kolektora trmanzystory 7 i 12. Powodu-
je to podniesienie progu o spadek napiecia ma
oporze 6 i pojawienie sie ma kolektorze wyjscio-
wego tranzystora 12 sygnalu o poziomie okreslo-
nym przez dobér warto§ci napiecia zasilania i do-
pasowanym w ten sposéb do poziomu wymaga-
nego przez obcigZajace go uklady cyfrowe.

Oczywiscie wynalazek nie jest ograniczony tyl-
ko do opisanego szczegélowio i przedstawionego
na rysunku przykladu jego wykonania. Obejmu-
je réwniez sbosowanie pojedynczych cech i od-
mian opisanej propozycji, o ile nie wykraczajg
poza zakres podstawowej mys$li wynalazku.

Zastrzezenie patentowe

Uklad polaczen tranzystorowego mniesymetrycz-
nego przerzutnika ze sprzezeniem emiterowym do
odbioru sygnatéw cyfrowych zero-jedynkowych,
zwlaszcza W obecnodci zakl6ceri, znamienny tym,
ze obwo6d sprzezenia emiterowego przerzutnika w
catoSci (5 i 6) lub cze$ci (6) zbocznikowany jest
iranzystorem (7) sterowanym w bazie poprzez
opér (8) pradem kolektora komplementarnego tran-
zystora (9), ktéry emiterem polaczony jest bez-
posrednio z kolektorem, a bazg poprzez opér (14)
z emiterem wyjsciowego tranzystora (3) przerzut-
nika.
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